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Isolantes, semicondutores e
- condutores
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Isolantes, semicondutores e A
condutores

10 km —
+ Ondas compridas
1km — =3 Infra-vermelhos
Banda de Banda de 100m - 2::: :1::;:5 780 nm
condugao condugao 0m -
FM . VHF
1{]1 = | 700 nin~ Vermelho (625.740 nm)
ocm =
Micro.ondas (UHF,
GAP G rem " e e
L Laranja  (590-625 nm)
TARRR — 600 nm 5
Banda de Banda de .| e Amarelo  (565-590 nm)
valéncia valéncia Yo
pomss | L isivel
Ultravioleta Verde (500-565 nm)
CONDUTOR SEMICONDUTOR ISOLANTE Tnm 500 nm
100 pm Raios X
Gap (Si)=11e¥ R TmnealE Azul (440-485 nm)
1L)=L1e q _
Ge)=0,67 eV pm
G@( ) i 0,1pm - 400 nm Vicleta  (380-440 nm)
Raios Cosmicos 380 nm
Valores de energia do gap (lacuna) Utravicers

KT(1K) = 0,86 x 10 eV

Isolante — 5,5 eV (carbono) (225 nm — ultravioleta) CTOK) = 0,86 X10° o
=0,86x103¢e

Semicondutor — 1,1 eV (Silico) (1170 nm) KT(1000K) = 0.086 eV
Densidade de portadores:
m A
n = 9 x 1028 portadores/m? (Cobre) p=—=-sendot =—
ne-t v

° =1 x 1076 portadores/m3 (Silicio)

S /




Isolantes, semicondutores e
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Densidade de Estados e E;

»
Ex. 49.1 — Considere um cubo com 1 cm de lado. Quantos estados
estao disponiveis para os seus elétrons de conducao em um intervalo
de energia de E = 5,00 eV e 5,01 eV? Suponha que os elétrons de
condugcao comportem-se como um gas de elétrons livres (quanticos)?

R: n(E) =1,52 x 1028 m3 eV (densidade de elétrons por unidade de
vol. E energia)

R: N = n(E)AE a3 = 1,52 x 10?0 estados (numero de estados total entre

5e 5,01 eV)

Ex. 49.3 — Calcule a energia de Fermi para o cobre, dado que o
numero de elétrons de conducao por unidade de volume é 8,49 x 1028
m-3.

R=7,06eV
Ex. 49.5 — a) Calcule a velocidade de Fermi do Cu. b) qual o tempo

médio Tt entre as colisdes?. ¢) Qual o caminho livre médio A que pode
ser calculado a partir dos resultados (a) e (b)? -

° R=a)1,57x105m/sb) 1 =2,48 x 10" s c) A = 3,9 x 108 nm.




